BSY 56

NPN-Silizium-Epitaxie-Planar-Transistor
fur Verstarker- und Schalteranwendungen

Metallgehause JEDEC TO-39

5 C 3 nach DIN 41 873

Gewichtca. 1 g

Kollektor mit Gehause verbunden

MaBe in mm

Grenzwerte

Kollektor-Basis-Spannung Ucgo 120 Vv
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 80 Vv
Emitter-Basis-Spannung Ueso 7 Vv
Kollektorstrom Ic 500 mA
Verlustleistung

bei Ty = 25 °C Piot 0,8 W
bei Tg = 100 °C Piot 1,7 W
bei TG = 25°C Pfuf 3 W
Sperrschichttemperatur T; 200 °C
Lagerungstemperaturbereich Ts —65...4200 °C
Kennwerte bei 7; = 25 °C

Kollektor-Basis-Stromverhaltnis

bei Ucg =10V, Ic = 0,1 mA Bo.1 100 (> 35)

bei Uce =10V, Ic = 1 mA B 125

bei Ucg =10V, Ic = 10 mA Bio 180 (> 75)

bei Uce = 10V, Ic = 150 mA B1s0 100...300

bei Ucg = 10V, Ic = 500 mA Bso0 35
Kollektor-Sattigungsspannung UcEsat 02(<06) V
beilc = 150 mA, Ig = 15 mA

Basis-Sattigungsspannung Usksat 1(<13) V

beilc = 150 mA, Ig = 15 mA

Kollektorreststrom

bei Ucg = 90V IcBo 0,5 (< 10) nA
bei Ucg =90V, Ty = 150 °C Icso 0,4 (< 10) uA
Emitterreststrom leBo 1 (< 10) nA

beiUgp =5V
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Kollektor-Basis-Kapazitat Ccso 6 (< 10) pF
bei Ucg = 10V -

Emitter-Basis-Kapazitat Ceso 23 (< 33) pF
bei Ugg = 0,5V

h-Parameter
bei Uce =5V, Ic = 1mA,

f=1kHz

Eingangswiderstand hite 3(1,6...9) kQ
Spannungsriickwirkung h12e 0,6 (< 3)-104
Stromverstarkung h21e 120 (60 . . . 280)
Ausgangsleitwert h2ze 6(3...10) uS
RauschmaB F 6 dB

bei Uce = 10V, Ic = 0,3 mA,
Rc =15kQ,f=30Hz...15 kHz

Transitfrequenz fr 145 MHz
bei Uce = 10V, Ic = 50 mA,

f = 50 MHz

Warmewiderstand

Sperrschicht — umgebende Luft Rinu < 220 K/W
Sperrschicht — Gehause RinG < 58 K/W

Schaltzeiten

Fur den BSY 56 gelten die Angaben lber die Schaltzeiten des BSY 51
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Ausgangskennlinien
Emitterschaltung
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zulassige Gesamtverlust- Kollektor-Basis-Stromverhaltnis

leistung in Abhangigkeit in Abhangigkeit

von der Temperatur vom Kollektorstrom
Relativwerte
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Emitter-Basis-Kapazitat
in Abhangigkeit von der
Emitter-Basis-Spannung
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